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第３章 パルス発生回路 

3.1 CLR 回路 
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(2) 臨界制動 
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(3) 過制動 
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3.2 容量移行型回路：CLC 回路 
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1 2C C C= = とすると 
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多段化 

1 2 3C C C C= = = ， 1 2L L とし 

1S 投入後，半周期してから 2S を投入 
→ 1 2τ τ> なのでパルス圧縮が可能 

 →3.4 の磁気パルス圧縮回路  

 

3.3 PFN 回路（パスル整形回路，LC ラダー回路）

L ：１段あたりのインダクタンス 

C ：１段あたりのキャパシタンス 

n ：段数 

パルス幅： 2 2 2p
Ln LC nC nCZ
C

τ ≈ = =  

PFN の特性インピーダンス： 
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パルス立ち上がり時間： 
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出力波形が平坦になる目安：
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7 段の計算例（1 μF，1 μH，1 Ω） 
 
 
 
 
 
 

7 段の計算例（1 μF，1 μH，1 Ω，/L1:1.9μH） 

 

3.4 磁気パルス圧縮回路 

パルス圧縮の基本回路 

 
 
 
 
 

0 1 nC C C= = とする。 

0L はスイッチの自己インダクタンス：絶縁距離を

確保するため，小さくできない。 

1L はパルス電圧が加わるため，絶縁距離は短く

できる（パルス絶縁に於ける V-t 特性） 

 
 
 
 
 
 
 

よってスイッチの大きさは小さくできる。 
よって 0 1 nL L L> > とできる 

パルス圧縮が可能。ただし，各段にスイッチが必

要 

 

磁気スイッチの動作原理 

磁気スイッチまたは過飽和リアクトル：磁性体の

飽和と非飽和の状態変化を利用 
磁性体内の磁束 

pB S V dtΦ = = ∫i  

巻線に加えたパルス電圧と磁束変化量の関係 
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     トロイダル形状の過飽和リアクトル 
 
 
         
 
 
 
 
 

 B H− カーブ 
* a からスタートするようにリセット動作を行う。 
a - b 間の傾きは磁性体の比透磁率 rμ を示す 
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過飽和リアクトルの動作説明回路 
 

コンデンサ放電を考える 
(1) コンデンサ C の初期電圧： 0V  

(2) 時刻 0 でスイッチ ON 
過飽和リアクトル L のコア（磁性体）は非飽

和状態 
 

回路電流の時定数： 
非飽和時のインダクタンス unsatL とC 容量値

回路電流値 

0
unsat

CI V
L

= より小電流 

(3) 過飽和リアクトル L が飽和状態に変化 
回路電流の時定数： 

飽和時のインダクタンス satL とC 容量値 

回路電流値（ 0V ′は飽和時の電圧） 

0
sat

CI V
L

′≈ より大電流 

(4) 回路電流が反転し，コアは非飽和 
 

 
電流，電圧波形 

(1) B H− カーブ上の a からスタート 
(2) b に進む 
(3) b － c － d 間は過飽和リアクトルが飽和：

rμ →1， unsatL → satL  

(4) d より非飽和， e に進む 
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